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技術分野分類  4801：機能材料・デバイス                      
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概  要 

 

SiC（炭化ケイ素）は Si の約 10 倍の絶縁破壊電界強度を持ち，高耐圧・低

損失の次世代パワーデバイス材料として開発が進められている。しかし、この

開発には高品質の結晶成長技術が不可欠であり、結晶欠陥低減など大きな課題

がある。また、この欠陥を簡単に低コストで分析することも難しかったが、本

技術により高品質で、信頼性の高い、SiC 欠陥分析が可能となった。 

従来技術・ 

競合技術 

との比較 

（優位性） 

従来技術の KOH ｴｯﾁﾝｸﾞでは不純物の影響でうまく転位が検出できなかった。

しかし、新ｴｯﾁﾝｸﾞ法では基底面転位（貝殻状）、貫通らせん転位（大きな六角

形）、貫通刃状転位（小さな六角形）などﾋﾟｯﾄ形状で様々な転位が明確に検出

できる（図-1）。また、この分析技術は SiC 基板の欠陥だけでなく、基板、ｴﾋﾟ

ﾀｷｼｬﾙ膜、及びその界面の欠陥を同時に見分けられる技術も含まれている。 

本技術の 

有用性 

低コストであり、また、性能を大きく低下させる基底面転位も明確に検出でき

るため、デバイスの性能及び信頼性向上に大きく貢献できる。 

関連情報 

（図・表・写真等） 

 

 

 

 

 

  

 

 

適用可能製品 

本技術は高品質で信頼性の高い分析技術であり、それを適用することにより、

パワーデバイス用等のSiC材料の品質、性能、寿命が向上することが期待され

る。 
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パワーデバイス及び青色 LED 等の品質向上に大きく貢献 

SiC の欠陥分析技術 

 


